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１．概要（Summary） 

量子ホール系のエッジチャネルでみられるエッジマグ

ネトプラズモン(EMP)は、高周波の一方向信号伝送路と

して利用できることから興味深い。これまで電気的に制御

可能な遅延回路について報告してきたが、より遅延範囲

を広くするための二重ゲート構造を有する遅延回路を試

作し、その基本特性を評価した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電子ビーム露光データ加工ソフトウェア、電子ビーム露光

装置、走査電子顕微鏡 

【実験方法】 

AlGaAs/GaAs 半導体ヘテロ構造基板上に、プラットフ

ォームの電子ビーム露光によりレジストパターンを形成し、

金属薄膜（Ti/Au）を蒸着することにより、微細なゲートパ

ターンを形成し、走査電子顕微鏡で確認した。作製した

試料は、東京工業大学藤澤研究室の希釈冷凍機などに

よって測定した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 図 1(a)は、二重ゲート遅延回路の模式図を示しており、

２つのゲートにかける電圧によって、エッジポテンシャルの

位置を調整できる。ゲート GMの印加電圧を負に大きくす

ると、エッジチャネルの位置は、(i)GM と GS の中間から、

(ii)GS の真下、(iii)GS より右側へと変化する。このとき、

EMP の速度は金属ゲートによる遮蔽を反映するため、速

度が大きく変化し、(ii)で最も遅く、(iii)で最も速くなると考

えられる。図 1(b)は素子の平面図で、やや複雑な構成な

がら、GEで発生した EMP は遅延回路（GMと GS）を経て、

検出ゲートGDで観測される。図 1(c)はEMPの時間分解

測定の結果を示している。電圧 VM によって遅延時間が

変化する様子から、定性的な動作確認に成功した。 

Fig. 1. (a) A cross section of the double-gate 

structure  and potential profiles (b) A schematic 

setup for the pump-probe measurement. (c) The 

detector current I as a function of the delay time td 

between the injector and detector pulses. The direct 

(PD) and indirect (PI) wave packets are marked by 

the arrows. 
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